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Yiiksek basarimli islemsel kuvvetlendirici yapilarinda kullanilmak iizere, 0.35 um
n-kuyulu CMOS teknolojisi ile ilkesel yapis1i Sekil-1’de verilen cikis kati
gerceklestirilecektir. Cikis katinin saglamasi gereken ozellikler asagidaki tabloda
verilmistir. Devre Vpp = Vss =1.5V’luk simetrik kaynakla beslenecektir.
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Sekil-1 Yiiksek bagarimh islemsel kuvvetlendirici i¢in ¢ikis kati.

Tablo 1: Saglanmasi gereken ozellikler:

RL > 1k

CL <100pF
Yiikselme Egimi >5V/usn
Cikis salimim araligi |V O| > 0.9V

a- Cikis katindaki K1 ve K2 kuvvetlendiricilerini tasarlayiniz, devredeki tiim
tranzistorlarin boyutlarini ve kutuplama akimlarim belirleyiniz. (Tranzistorlar
icin minimum boyutlarin Wmin, Lmin > 2 X 0.35 um olacak sekilde secilmesi yararl

olur).

SPICE benzetim programi yardimiyla cikis katinin




b- DC gerilim gecis egrisini ¢ikartiniz, egrinin dogrusalligimi arastiriniz.

c- Kuvvetlendiricinin yiiklii durumda genlik-frekans ve faz-frekans egrilerini
cikartiniz. Kararsizhk sorunu olup olmadigini arastiriniz. Kararsizlik sorunu
varsa, bu sorunu giderecek onlemleri aliniz.

d- Devrenin biiyiik isaret yanitim ve ¢ikis isaretinin yiikselme egimini inceleyiniz.
e-Elde ettiginiz sonuclar1 yorumlaymiz. Tasarim hedeflerine ulasip
ulasamadiginmizi irdeleyiniz.

NOT: Yapilan hesaplari, elde edilen sonuclari, bunlarin yorumunu kapsaml
bicimde iceren bir rapor hazirlanacaktir. 0.35 pm CMOS teknolojisi WEB
sayfasinda verilen adresten secilecek ve benzetim icin kullanilacak model
parametreleri buradan saglanacaktir.

http://atlas.cc.itu.edu.tr/~kuntman/Y lisans/eles12/ileriltd.htm




